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В настоящее время в микроэлектронике существует потребность во внедрении новых классов памяти, таких как SCM (Storage Class Memory), с целью оптимизации объёма и скорости записи данных. Традиционные виды памяти, такие как DRAM и Flash-память, уже не в полной мере отвечают современным требованиям по ключевым параметрам. В связи с этим активно ведутся исследования в области альтернативных решений, основанных на новых физических принципах: MRAM, FeRAM, PCM и ReRAM. Одним из наиболее перспективных видов памяти является резистивная память с произвольным доступом (ReRAM). Принцип её работы основан на обратимом изменении проводимости активной среды, что обеспечивает переключение между двумя логическими состояниями — высоким (High Resistance State, HRS) и низким (Low Resistance State, LRS) сопротивлением [1]. Данный вид памяти обладает рядом преимуществ: высокой масштабируемостью, высокой скоростью переключения [2], сроком хранения информации более 10 лет, низким энергопотреблением (~10 пДж) [3]. В данной работе рассматривались элементы хранения ReRAM на основе оксида гафния, так как, во-первых, на их основе ранее уже была продемонстрирована возможность получения ячеек с необходимыми параметрами [4], а во-вторых, оксид гафния повсеместно используется в КМОП производстве [5].
При исследовании процесса резистивного переключения филаментарного типа, а именно процесса разрыва и замыкания проводящего канала (conductive filament, CF) в оксиде гафния использовался САПР SENTAURUS TCAD, который позволяет моделировать технологические процессы и полупроводниковые приборы на основе не только заложенных в нем физических моделей, но и собственных уравнений. 
Физико-математическая модель резистивного переключения описывалась в модуле Sprocess с помощью языка Alagator (A Layered Approach to Generating Advanced Technically Oriented Research). Данная модель состоит из системы дифференциальных уравнений в частных производных, решениями которых являются концентрации вакансий и ионов кислорода, распределение температуры и потенциала. Данная модель учитывает генерацию/рекомбинацию вакансий и ионов кислорода, захват ионов активным электродом, Джоулевы потери и термодиффузию ионов кислорода в оксиде.
По результатам проведенного моделирования для стека TiN/HfO2/Ti (рисунок 1) была получена подвижность электронов в оксиде, с помощью которой можно получить ВАХ данного стека элемента хранения резистивного переключения.	Comment by Ганыкина Екатерина Андреевна: Просто элемента хранения?
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